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Doppeldiode hoher Lebensdauer

mit getrennten Katoden

sto3- und schittelfesie Ausfithrung

Miniaturrohre mit 7 Stiften

h

ar

DIN 41537, Grofle 28, Form A

ko

Gewicht ca. 7,5 g

Heizerwerte fiir Parallel- und Serienspeisung

Helzspannung
Heilizstrom

Uh
Ih ca,

Oxydkatode, indirekt geheizt

. Betriebswerle je Diode

a) als HF-Gleichrichter, siehe Kennlinien (Seite 2 und 4)

b) als Zweiweggleichrichter (50 Hz}
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Transformatorspannung U, 2 X 164
Schutzwiderstand Reeh 300
Siebwiderstand 1358 11
Siebkondensator Cgieb 8
Gleichsirom I 2 16
. MeRwerte (statisch) je Diode
Diodenspannung Ugatr = Ugrg 2,9
, _ +4.5
Diodenstrom Ia1 = Ia11 0 4
4. Grenzwerte je Diode
Scheitelwert der Diodenspannung
Diodenspannung Uatimax = Uallmax 360
Diodenstrom Iar = Lo 10
Diodengpitzenstrom Iatmax = lalTmax 60
Diodenstromeinsatzpunkt
(Iear = leasr = 0, 3 pA) Ueamin -1,3
Spannung zwischen Heizer
und Katode U_hkmax 360
Ushkmax 100
13. 11. 1962
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5. Lange Lebensdauer

Garantierte Lebensdauer von 10000 Stunden, gemittelt iiber 100 Réhren.
Ende der Lebensdauer, wenn der Gleichstrom I vom Anfangswert auf
£ 14 mA abgesunken ist.

6. Kaltkapazititen

Die duBere Abschirmhiilse (19 mm Innendurchmesser und 57, 15 mm
I.inge ist mit Stift 6 (s) verbunden,

CB.I = CEII 3,22 0,8 pF
Ck1 = CkII 3,9+ 0,8 pF
Cal/all 26 mpF

7. Besondere Hinweise

Die maximal zulissige Abweichung der Heizspannung betrigt t 5% vom
Sollwert 6,3 V.

Die Réhre vertrigt in kurzen Perioden eine Stollbeschleunigung von
500 g, sie darf lingere Zeit in beliebiger Richtung einer Schiittelbelastung
von 2,5 g bei 50 Hz, ausgesetzt werden.

Die maximal zulidssige Kolbentemperatur betrigt 165° C.
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Diodenstrom als Funktion der Diodenspannung
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